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Utilizzando Geant e SRIM sono stati simulati elettroni e ioni di He all’interno di una camera
10 cm di una miscela HeCF4 60%/40%. Combinando la ionizzazione lasciata dalle tracce con
la diffusione che si ottiene dalla deriva degli elettroni, € stato riprodotto il segnale che
producono gueste particelle.
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Simulazione con
SRIM di He 6 keV
in HeCF4
60%/40%
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He 6 keV in HeCF4 60%/40%
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He 10 keV in HeCF4 60%/40%
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Elettroni 60 keV in HeCF4 60%/40%
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